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Demande Internationale n° 
PCT/FR 00/02710 


Date du depot international (jour/mois/annee) 

29/09/2000 


(Date de priorite (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

01/10/1999 


Deposant 

FRANCE TELECOM 



Le present rapport de recherche internationale, etabli par I'administration chargee de la recherche internationale, est transmis au 
deposant conformement a Particle 18. Une copie en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuilles. 

|X| II est aussi accompagne d'une copie de chaque document reiatif a Tetat de la technique qui y est cite. 



1 . Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous ie meme point. 



□ 



ia recherche internationale a ete effectuee sur la base cfune traduction de la demande internationale remise a I'administration. 



En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant), 
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 
[ | contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinate ur. 

remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

rem is ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et fourni ulterieurement ne vas pas au-deia de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles 
du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie. 

II a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherche (voir le cadre I). 
II y a absence d 'unite de r invention (voir le cadre II). 



4. En ce qui concerne le titre, 

[X] le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant. 

f | Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante: 



En ce qui concerne I'abrege, 

le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant 

□ le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par I'administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 
presenter des observations a I'administration dans un delai cfun mois a compter de la date ©"expedition du present rapport 
de recherche internationale. 

La figure des dessins a publier avec I'abrege est la Figure n° ?+3 



| | suggeree par le deposant. Q Aucune des figures 

□ , J , 4 , ■ ■ *■ n'est a publier. 

parce que le deposant n'a pas suggere de figure. 

PH parce que cette figure caracterise mieux I'invention. 
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 


Documentation minimale consult ee (systeme de classification suivi de 

CIB 7 H01L 


s symboles de classement) 




Documentation consultee autre que la documentation minimale dans 1 


a mesure ou ces documents relevent d< 


2S domaines sur lesquels a porte la recherche 



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMAND? , 

CIB 7 H01L29/417 H01L29/786 



H01L21/336 



Demande Internationale No 

^CT^^0/02710_ 



Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB 



Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche Internationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises) 

EPO-Internal 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie ° Identification des documents cites, avec, le cas echeant, I'indication des passages pertinents 



no. des revendi cations visees 



US 5 405 795 A (BEYER KLAUS D 
11 avrll 1995 (1995-04-11) 
figure 1 



ET AL) 



HWANG J M ET AL: "ULTRA-THIN FILM 
SOI/CMOS WITH SELECTIVE-EPI SOURCE/DRAIN 
FOR LOW SERIES RESISTANCE, HIGH DRIVE 
CURRENT" 

SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY, US, NEW YORK, 
IEEE, 

vol. SYMP. 14, 7 juin 1994 (1994-06-07), 
pages 33-34, XP000498570 
ISBN: 0-7803-1922-2 
figure 1 

US 5 773 331 A (WONG HON-SUM PHILIP ET 
AL) 30 juin 1998 (1998-06-30) 
figure 5 

-/-- 



1,3,4,6, 
7 



1,3,6,7 



1,2,6,7 



| )( I Voir la suite du cadre C pour la fin de la lisle des documents 



|)( | Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 



• Categories speciales de documents cites: 

"A" document definissant I'etat general de la technique, non 
considere comme particulierement pertinent 

'E' document anterieur, ma is publie a la date de dep6t international 
ou apres cette date 

"L" document pouvant jeter un doute surune revendication de 
priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une 
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee) 

"O* document se referant a une divulgation orale, a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

■P" document publie avant la date de depot international, mais 
posterieurement a la date de priorite revendiquee 



■T" document ulterieur publie apres la date de depdt international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a Tetat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la theorie constituant la base de r invent ion 

"X 1 document particulierement pertinent; Nnven tion revendiquee ne peut 
etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite 
inventive par rapport au document considere isolement 

"Y* document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee 

ne peut etre consideree comme impliquant une activite inventive 
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres 
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente 
pour une personne du metier 

document qui fait partie de la meme famille de brevets 



Date a laquelle la recherche internationale a ete effectivement achevee 

21 decembre 2000 



Date d'expedition du present rapport de recherche Internationale 

03/01/2001 



Nom et adresse postale de Tadministration chargee de la recherche internationale 
Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Fonctionnaire autoris6 



Gelebart, J 
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



C.(suite) DOCUMENTS CONSJDERES COMME 



Demande Internationale No 

PCT^r^OO/02710 



INENTS 



Categorie 0 Identification des documents cites, avec,le cas echeant, I'indicationdes passages pertinents 



no. des revendications visees 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 009, no. 136 (E-320), 

12 juin 1985 (1985-06-12) 

-& JP 60 020582 A (NIPPON DENKI KK), 

1 fevrier 1985 (1985-02-01) 

abrege; figure 1 

FR 2 750 534 A (COMMISSARIAT ENERGIE 
ATOMIQUE) 2 janvier 1998 (1998-01-02) 
figure 11 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 018, no. 340 (E-1569), 
27 juin 1994 (1994-06-27) 
-& JP 06 085259 A (FUJITSU LTD), 
25 mars 1994 (1994-03-25) 
abrege; figure 4 

JURCZAK M ET AL: "SON (silicon on 
nothing)-a new device architecture for the 
ULSI era" 

SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY, US, NEW YORK, 
NY: IEEE, 

14 juin 1999 (1999-06-14), pages 
29-30-30, XP002133376 
ISBN: 0-7803-5438-9 

figure 1 

"MOS TRANSISTORS WITH BOTTOM- I SOL AT ED 
SOURCE/DRAIN REGIONS" 
RESEARCH DISCLOSURE, GB, INDUSTRIAL 
OPPORTUNITIES LTD. HAVANT, 
no. 398, 1 juin 1997 (1997-06-01), pages 
378-379, XP000726504 
ISSN: 0374-4353 

figures 1-5 



1,8,9 



1,3,4, 
6-8,10 



1,3,4, 
6-8,10 



1,2,5-8 



1,3,5-8 



Formulaire PCT/1SA/210 (suite de la deuxieme feuille) (juillet 1992) 



page 2 de 2 



THIS PAGE BLANK (usfto) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Informatior^n patent family members 



Patent document 
cited in search report 



blication 
date 



International Application No 

PCT^^OO/02710 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



US 5405795 



11-04-1995 



EP 
JP 
KR 
US 
US 



0690514 A 
8051208 A 
141522 B 
5962895 A 
5729039 A 



03-01-1996 
20-02-1996 
01-06-1998 
05-10-1999 
17-03-1998 



US 5773331 



30-06-1998 



JP 

SG 



10178180 A 
66410 A 



30-06-1998 
20-07-1999 



JP 60020582 A 01-02-1985 JP 1848121 C 07-06-1994 

JP 5063948 B 13-09-1993 



FR 2750534 A 02-01-1998 EP 0958602 A 24-11-1999 

WO 9750118 A 31-12-1997 
US 6150241 A 21-11-2000 



JP 06085259 A 25-03-1994 NONE 
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Reference du dossier du deposant ou du 
mandataire 

B99/1837QT 


voir la notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416) 


Demande intemationale n° 
PCT/FR00/02710 


Date du d6pot international (jour/mois/anne'e) 
29/09/2000 


Date de priorite (jour/mois/ann6e) 
01/10/1999 


Classification intemationale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationale et CIB 
H01L29/417 




Deposant 

FRANCE TELECOM et al. 





1. Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a I'article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilies, y compris la presente feuille de couverture. 

□ II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilies de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilies contenant des rectifications faites auprds de 
('administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent feuilies. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 





H 


Base du rapport 


II 


□ 


Priorite 


ill 


□ 


Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle 


IV 


□ 


Absence d'unite de I'invention 


V 


IS 


Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 


VI 


□ 


Certains documents cites 


VII 


H 


Irregularis dans la demande intemationale 


VIII 




Observations relatives a la demande intemationale 



Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
intemationale 

30/04/2001 


Date d'achevement du present rapport 
29.11.2001 


Norn et adresse postale de I'administration chargee de 
I'examen preliminaire international: 

^ Office europeen des brevets 
0jS) D-80298 Munich 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Fonctionnaire autorise ^^^^^ 
Madenach, A (f |) 

N° de telephone +49 89 2399 2832 X^o^^ 
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RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande Internationale n° PCT/FR00/0271 0 



I. Base du rapp rt 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande international (les feuilles de remplacement qui ont 6X6 remises 
£ I'office recepteur en rgponse £ une invitation faite conformgment a I'article 14 sont consider£es dans le present 
rapport comme "initiafement d£pos6es u et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent 
pas de modifications (r&gles 70. 16 et 70.17)): 

Description, pages: 

1-10 version initiale 

Revendications, IM°: 

1-10 version initiale 

Dessins, feuilles: 

1-6 version initiale 



2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de ('administration ou 
lui ont et§ remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a 6te d6pos6e, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme 6crite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-del& 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a £te fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques & 
celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraine I'annulation : 
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RAPPORT DEXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande internationale n° PCT/FR00/0271 0 



□ de la description, pages : 

□ des revendications, n 08 : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 

comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depos^, comme it est indique ci-apres (regie 
70.2(c)): 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee aifpoint 1 et 
annexee au present rapport) 

6. Observations comptementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui : 


Revendications 


2, 4, 5, 8-10 




Non : 


Revendications 


1,3,6,7 


Activite inventive 


Oui : 


Revendications 


8-10 




Non : 


Revendications 


2,5 


Possibility d'application industrielle 


Oui : 


Revendications 


1-10 




Non : 


Revendications 





2. Citations et explications 
voir feuille separee 



VII. Irregularis dans la demande internationale 

Les irregularis suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont ete constatees : 
voir feuille separee 



VIII. Observations relatives a la demande internationale 

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins 
et de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description : 
voir feuille separee 
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RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR00/0271 0 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



1 . La demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I'article 6 PCT, la 
revendication 1 n'etant pas claires. 

1.1 II n'est pas correct de dire dans la revendication 1 que les regions de source et de 
drain son formees "dans" un corps de silicium. Au moins dans Pexemple de la 
figure 3 ces regions sont formees au-dessus du corps de silicium. 

1 .2 L'expression "mince couche de silicium" dans la revendication 1 n'est pas bien 
precise. Elle devrait etre formulee relative a I'epaisseur des regions de source et 
de drain. 

1 .3 La distinction dans la revendication 1 entre les regions de source et de drain, les 
deux zones opposees de la mince couche de silicium et le canal n'est pas bien 
clair. Uexamen suivant est base sur la supposition que la distinction entre le canal 
et les deux zones opposees de la mince couche de silicium est possible par le 
dopage et que la distinction entre les deux zones opposees de la mince couche 
de silicium et les regions de source et de drain doit etre aussi possible par le 
dopage. 

2. II est fait reference aux documents suivants: 

D1 : US-A-5 405 795 (BEYER KLAUS D ET AL) 1 1 avril 1995 (1995-04-1 1) 
D2: HWANG J M ET AL: 'ULTRA-THIN FILM SOI/CMOS WITH SELECTIVE-EPI 
SOURCE/DRAIN FOR LOW SERIES RESISTANCE, HIGH DRIVE 
CURRENT' SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY,US,NEW YORK, IEEE, 
vol. SYMP. 14, 7 juin 1994 (1994-06-07), pages 33-34, XP000498570 ISBN: 
0-7803-1922-2 

D3: US-A-5 773 331 (WONG HON-SUM PHILIP ET AL) 30 juin 1 998 (1 998-06- 
30) 

D4: JURCZAK M ET AL: 'SON (silicon on nothing)-a new device architecture for 
the ULSI era' SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY,US,NEW YORK, NY: 
IEEE, 14 juin 1999 (1999-06-14), pages 29-30-30, XP002133376 ISBN: 0- 
7803-5438-9 

3. La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees a I'article 33(2) 



Formulaire PCT/Feuille separee/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997) 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



# 9 

Demande intemationalei n° 



RAPPORT D'EXAMEN Demande intemationalen 0 PCT/FR00/0271 0 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



PCT, I'objet des revendications 1, 3, 6, 7 ne satisfaisant pas au critere de 
nouveaute: 

3.1 Un dispositif selon les definitions de la revendication 1 est connu de D1 (voir 
figure 1d) si Ton admet que les regions 106 et 108 sont plus dopees que les 
regions 1 14 et 1 16 comme il est normalement le cas. C'est de meme pour D2 
(voir figure 1). D3 montre dans sa figure 5 une structure similaire. 

3.2 Les caracteristiques additionnelles des revendication 3, 4, 6 et 7 sont egalement 
connues de D1-D3. 

4. La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees a I'article 33(3) 
PCT, I'objet des revendications 2, 5 n'impliquant pas une activite inventive: 

4.1 L'alternative selon la revendication 2 est connue de D4 (voir figure 5). 

4.2 D4 montre egalement un dielectrique ensevelie remplie d'air comme revendique 
dans la revendication 5 et discute I'avantage d'une telle construction. L'application 
d'une telle construction aux dispositifs de D1-D3 pour obtenir les memes 
avantages semble evident. 

5. Les details du procede de fabrication selon les revendications 8-10 ne decoulent 
pas de maniere evidente de Tart anterieur. 

6. Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 (a) (ii) PCT, la description n'indique pas 
I'etat de la technique anterieure pertinent expose dans les documents D1-D4 et 
ne cite pas ces documents. 



Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 2) (OEB-avril 1997) 



THIS PAfiE BLANK (uspto) 



A* 



PATENT COOPERATION TRE^^ 10/089588^ 

PCT 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
B99/1837QT 


See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) 


International application No. 


International filing date (day/montli/year) 


Priority date (day/month/year) 


PCT/FROO/02710 


29 September 2000 (29.09.00) 


01 October 1999(01.10.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 




H01L 29/417 






Applicant 


FRANCE TELECOM 





This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 



sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


El 


VI 


□ 


VII 


13 


VIII 


13 



Date of submission of the demand 

30 April 2001 (30.04.01) 


Date of completion of this report 

29 November 2001 (29.11.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



ational application No. 

PCT/FR00/02710 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as 'originally filed " and are not annexed to the report since they do not contain amendments ). 



as originally filed, 
. filed with the demand, 

filed with the letter of 
, filed with the letter of 



the international application as originally filed. 
| [ the description, pages 1-10 



□ 



the claims, 



pages 
pages 
pages 

Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-10 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



| | the drawings, sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1-6 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 
I I the description, pages 

□ 

the claims, Nos. 



□ 

the drawings, sheets/fig 



^ I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
1 — ' to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 
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Ini^Mional application No. 
PCT/FR 00/02710 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (I A) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



2, 4, 5, 8-10 



1, 3, 6, 7 



8-10 



2, 5 



1-10 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

See separate sheet 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



THIS PAGE BLANK (usfto) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



Inte^^Pnal application No. 
PCT/FR 00/02710 
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Continuation of: I , V , VII and VIII 

1. The application does not meet the requirement of 
PCT Article 6 since Claim 1 is unclear. 

1.1 In Claim 1, it is incorrect to say that the source 
and drain regions are formed "in" a silicon body. 
At least in the example of Figure 3, said regions 
are formed above the silicon body. 

1.2 The expression "thin silicon layer" in Claim 1 is 
not very precise. It should be worded so as to 
relate to the thickness of the source and drain 
regions . 

1.3 The distinction in Claim 1 between the source and 
drain regions, the two opposite areas of the thin 
silicon layer, and the channel is not very clear. 
The following examination is based on the 
assumption that the distinction between the channel 
and the two opposite areas of the thin silicon 
layer is possible by doping, and that the 
distinction between the two opposite areas of the 
thin silicon layer and the source and drain regions 
must also be possible by doping. 

2. Reference is made to the following documents: 

Dl : US-A-5 405 795 (BEYER KLAUS D ET AL) 11 April 
1995 (1995-04-11) 

D2: HWANG J M ET AL : 'ULTRA-THIN FILM SOI/CMOS WITH 
SELECTIVE-EPI SOURCE/DRAIN FOR LOW SERIES 
RESISTANCE, HIGH DRIVE CURRENT' SYMPOSIUM ON 
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VLSI TECHNOLOGY, US, NEW YORK, IEEE, vol. SYMP . 
14, 7 June 1994 (1994-06-07), pages 33-34, 
XP000498570 ISBN: 0-7803-1922-2 

US-A-5 773 331 (WONG HON-SUM PHILIP ET AL) 30 
June 1998 (1998-06-30) 

JURCZAK M ET AL: *SON (silicon on nothing) - a 
new device architecture for the ULSI era' 
SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY, US, NEW YORK, 
NY: IEEE, 14 June 1999 (1999-06-14), pages 29- 
30-30, XP002133376 ISBN: 0-7803-5438-9 

3. The present application does not meet the 
requirement of PCT Article 33(2) since the subject 
matter of Claims 1, 3/ 6 and 7 does not meet the 
requirement of novelty: 

3.1 A device according to the definitions of Claim 1 is 
known from Dl (see Figure Id) if it is recognized 
that the regions 10 6 and 108 are doped more heavily 
than the regions 114 and 116, as is normally the 
case. The same is true for D2 (see Figure 1). D3 
shows a similar structure in Figure 5. 

3.2 The additional features of Claims 3, 4, 6 and 7 are 
also known from D1-D3. 

4. The present application does not meet the 
requirements of PCT Article 33(3) since the subject 
matter of Claims 2 and 5 does not involve an 
inventive step: 



D3 : 
D4 : 
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4.1 The alternative according to Claim 2 is known from 
D4 (see Figure 5) . 

4.2 D4 also shows a buried dielectric material filled 
with air as claimed in Claim 5, and discusses the 
advantage of such a design. It appears to be 
obvious to apply such a design to the devices of 
D1-D3 in order to obtain the same advantages. 

5. The details of the production method according to 
Claims 8-10 cannot be obviously derived from the 
prior art. 

6. Contrary to the requirement of PCT Rule 5.1(a) (ii), 
the relevant prior art disclosed in documents D1-D4 
has not been indicated in the description, nor have 
these documents been cited. 
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(57) Abstract: The invention concerns a semiconductor device comprises 
a silicon body (10) wherein are formed source and drain regions (23, 24) 
defining between them a channel region, a thin gate dielectric layer (14) on 
the channel region and a gate (15) on the thin gate dielectric layer, a buried 
layer of dielectric material (22) extending between the source and drain re- 
gions (23, 24) and a thin silicon layer (13) extending between the source 
and drain regions and included between the buried dielectric material layer 
(22) and the gate dielectric layer (14). The invention is characterised in 
that said thin silicon layer (13) has an area greater man mat of the gate di- 
electric layer (4) such that its upper surface comprises two opposite zones 
(13) extending beyond the gate dielectric layer (4) and the source and drain 
regions (8, 9) each respectively overlapping, at least partly, one of said op- 
posite zones (13a). The invention is applicable to transistors. 
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(57) Abrege: Les dispositif semi-conducteur selon 1* invention comprend 
un corps de silicium (10) dans lequel sont formees des regions de source 
et de drain (23, 24) derlnissant entre elles une region de canal, une mince 
couche de dielectrique de grille (14) sur la region de canal et une grille (15) 
sur la mince couche de dielectrique de grille, une couche ensevelie d'un 
materiau dielectrique (22) s'etendant entre les regions de source et de drain 
(23, 24) et une mince couche de silicium (13) s'etendant entre les regions 
de source et de drain et comprise entre la couche de materiau dielectrique 
ensevelie (22) et la couche de dielectrique de grille (14), caracterise en ce 
que cette mince couche de silicium (13) a une aire superieure a celle de 
la couche de dielectrique de grille (4) de sorte que sa surface superieure 
comporte deux zones opposees (13 a) qui s'elendent au-dela de la couche 
de dielectrique de grille (4) et en ce que les regions de source et de drain 
(8, 9) recouvrent respectivement chacune, au moins en partie, une desdites 
zones opposees (13a). Application aux transistors. 
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Dispositif semi-conducteur combinant les avantages des 
architectures massive et SOI, et procede de fabrication. 

La presente invention conceme de maniere generale les 
dispostifs semi-conducteurs CMOS a haute performance pour le 
traitement rapide de signaux et/ou des apphcations basse tension/basse 
puissance et plus particulierement des transistors MOS k effet de champ 
5 (MOSFET). La nouvelle architecture dite "SON" (Silicon on Nothing) 
combine les avantages des architectures massive et silicium sur isolant 
(SOI). 

Un des facteurs limitatifs des MOSFETs d'architecture massive 
classiques est l'effet de substrat qui nuit aux performances du transistor. 
10 Cet inconvenient est evite dans les MOSFETs d'architecture silicium sur 
isolant (SOI) en separant le mince film de silicium du substrat par une 
couche enterree d'oxyde de silicium. 

L'elimination de l'effet de substrat dans les MOSFETs 
d'architecture SOI h film mince totalement appauvri resulte en un 
15 accroissement du courant de drain. 

Cependant, les MOSFETs d'architecture SOI ultramince 
souffrent d'une resistance source/drain (S/D) elevee du fait de jonctions 
peu profondes limitees par 1'epaisseur de la couche de silicium et d'une 
mauvaise conductivity thermique. En outre, le cout de fabrication des 
20 substrats d'architecture SOI est elev6, ce qui a limite leiu: introduction sur 
le marche. 

Pour remedier aux inconv6nients des dispositifs de Tart 
anterieur, on a propose un dispositif semi-conducteur tel que represents k 
la figure 1 , comprenant un substrat de sihcium 1 0 dans lequel sont formees 
25 des regions de source 23 et de drain 24, une mince couche de dielectrique 



WO 01/26160 PCT/FR00/02710 



de grille 14 sur la region de canal et une grille 15 sur la mince couche de 
dielectrique de grille 14, une couche ensevelie d'un materiau di61ectrique 
22 s'etendant entre les regions de source et de drain et une mince couche de 
silicium 1 3 comprise entre la couche de materiau dielectrique ensevelie 
22 et la couche de dielectrique de grille 14, constituant la region de canal 
du dispositif entre les regions de source et de drain 23, 24. La couche de 
materiau dielectrique ensevelie 22 peut etre constituee d'une cavite 
remplie d'air. 

Du fait de la tres faible epaisseur de la mince couche de silicium 
13 constituant le canal, le contact lateral des regions de source 23 et de 
drain 24 avec cette couche de silicium 13 est difficile a realiser. 

L'invention a done pour objet de modifier Tarchitecture des 
jonctions du dispositif decrit ci-dessus, de fa?on a realiser un contact sur 
et facile a realiser entre la mince couche de silicium constituant la canal et 
les regions de source et de drain. 

L'invention a egalement pour objet un procede pour realiser un 
tel dispositif. 

Le dispositif semi-conducteur selon l'invention comprend un 
corps de silicium dans lequel sont formees des regions de source et de 
drain definissant entre elles une region de canal, une mince couche de 
dielectrique de grille sur la region de canal et une grille sur la mince 
couche de dielectrique de grille, une couche ensevelie d'un materiau 
dielectrique et une mince couche de silicium s'etendant entre les regions 
de source et de drain et comprise entre la couche de materiau di61ectrique 
ensevelie et la couche de dielectrique de grille, la mince couche de 
silicium ayant une aire superieure a celle de la couche de dielectrique de 
grille de sorte que sa surface superieure comporte deux zones oppos6es 
qui s'etendent au-dela de la couche de dielectrique de grille, les regions de 
source et de drain recouvrant respectivement chacune, au moins en partie, 
une desdites zones opposees. 

Dans une premiere realisation de Tinvention, la couche de 
materiau dielectrique ensevelie s'6tend entre les regions de source et de 
drain. 

Dans une autre realisation de Tinvention, la couche de materiau 
dielectrique ensevelie s'etend sur toute la surface du corps de silicium 
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sous les regions de source et de drain. 

En outre, le dispositif peut etre un dispositif de structure 
planaire dans laquelle les surfaces des regions de source et de drain et de la 
region de grille sur lesquelles sont realises les contacts, se trouvent dans 
5 un meme plan. 

En general, la couche de materiau dielectrique ensevelie a une 
epaisseur de 1 a 50 nm, par exemple de Tordre de 10 nm. 

Lorsque les regions de source et de drain component des 
extensions adjacentes a la mince couche de dielectrique de grille (par 
10 exemple Si0 2 , Ta^, Si 3 N 4 , A1 2 0 3 , etc.), la couche de materiau 
dielectrique ensevelie est de preference situ6e en dessous de ces 
extensions et de preference encore adjacente a ces extensions. 

La couche de materiau dielectrique ensevelie peut etre 
constitute de tout materiau dielectrique solide ou gazeux approprie mais 
15 est de preference une cavite remplie d'air. 

La mince couche de silicium formant le canal du dispositif a en 
general une epaisseur de 1 h 50 nm. 

Le contact avec la mince couche de silicium est obtenu par 
elimination des seconds espaceurs. Les zones exposees de la couche de 
20 silicium permettent alors de debuter l'epitaxie (selective) des regions de 
source et de drain. La longueur de chacune des zones exposees de la mince 
couche de silicium est egale a l'epaisseur de chacun des seconds 
espaceurs, g6neralement < 100 nm. 

L'invention conceme egalement un proc6de de fabrication du 
25 dispositif semi-conducteur selon Tinvention. 

Le procede de Tinvention comprend : 

(a) la formation sur une surface principale d'un corps de silicium 
d'une couche de germanium ou d'alliage SiGe; 

(b) la formation sur la couche de germanium ou d'alliage SiGe 
30 d'une mince couche de silicium; 

(c) la formation sur la mince couche de silicium d'une mince 
< couche de dielectrique de grille; 

(d) la formation sur la mince couche de dielectrique de grille 
d'une grille ayant une surface sup6rieure revgtue d'un masque dur; 

35 (e) la formation sur deux cotes opposes de la grille et du masque 



WO 01/26160 



PCT/FROO/02710 



4 



dur de premiers espaceurs en un premier materiau; 

(f) la formation le long des premiers espaceurs de seconds 
espaceurs en un second materiau different du premier materiau; 

(g) la gravure, de part et d'autre des seconds espaceurs, de la 
5 mince couche de dielectrique de grille, de la mince couche de silicium, et 

eventuellement d'une partie de la couche de germanium ou d'alliage SiGe; 

(h) la gravure laterale selective de la couche de germanium ou 
d'alliage SiGe pour former un tunnel; 

(i) facultativement, le remplissage du tunnel avec un materiau 
10 dielectrique solide; 

(j) I'elimination des seconds espaceurs pour decouvrir sur la 
mince couche de silicium deux zones situees respectivement de part et 
d'autre des premiers espaceurs; et 

(k) la formation de part et d'autre des premiers espaceurs de 
15 regions de source et de drain recouvrant, au moins en partie, lesdites 
zones. 

Dans une premiere realisation de l'invention, la formation des 
regions de source et de drain comprend l'epitaxie selective de silicium 
pour former de part et d'autre des premiers espaceurs des depdts de 

20 silicium polycristallins precurseurs des futures regions de source et de 
drain, et recouvrant, au moins en partie, les zones decouvertes de la mince 
couche de silicium, I'elimination du masque dur de grille et Timplantation 
d f un dopant dans les depots de silicium polycristallin pour former les 
regions de source et de drain. 

25 Dans une seconde realisation de l'invention, la formation des 

regions de source et de drain comprend le depdt d'une couche 6paisse de 
silicium polycristallin d'enrobage, la formation sur la couche epaisse de 
silicium polycristallin d'un masque de resine, la gravure de la couche 
epaisse, I'elimination du masque, le polissage m6cano-chimique de la 

30 couche epaisse de silicium polycristallin jusqu'au niveau de la grille pour 
realiser des parties destinees k former les futures regions de source et de 
drain coplanaires avec la grille et Timplantation de dopant dans ces parties 
restantes de la couche epaisse de silicium polycristallin pour former des 
regions de source et de drain recouvrant les zones decouvertes de la mince 

35 couche de silicium. 
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De preference, le proced£ de l'invention comprend avant l'etape 
de formation des premiers espaceurs, une etape d' implantation de dopant 
pour former des extensions des regions de source et de drain, et apres 
formation des premiers espaceurs, une etape d'implantation de dopant 
5 (surdopage des regions de source et de drain). 

Les alliages SiGe sont bien connus et on peut citer les alliages 
Si 1 . x Ge x ou 0<x<l et les alliages Si 1 . x . y Ge x Cy ou 0<x<0,95 et 0<y<0,05. 

De preference, les alliages SiGe ont un taux relativement eleve 
en germanium (x>0,l; de preference 0,l<x<0,3) pour une meilleure 
10 selectivity de gravure par rapport au silicium et a Si0 2 - 

L'elimination selective du germanium ou de l'alliage SiGe peut 
se faire par tout procede connu, par exemple au moyen d'une chimie 
oxydante telle qu'une solution 40 ml HNO s 70% + 20 ml H 2 0 2 + 5 ml HF 
0,5%, ou par attaque plasma isotrope. 
15 La suite de la description se refere aux figures annexees qui 

repr6sentent respectivement : 

Figure 1 - une vue en coupe schematique d'une realisation d'un 
SON-MOSFET ayant des regions de source et de drain classiques; 

Figure 2 - une vue en coupe schematique d'une realisation d'un 
20 SON-MOSFET selon l'invention; 

Figure 3 - une vue en coupe sch6matique d'une autre realisation 
d'un SON-MOSFET selon l'invention; 

Figures 4a k 4i - des vues sch6matiques en coupe des etapes 
principales d'un premier mode de realisation du procede de fabrication 
25 d'un SON-MOSFET selon Tinvention; 

Figures 5 a k 5i - des vues schematiques en coupe des 6tapes 
principales d'un second mode de realisation. 

Bien que la description sera faite pour un transistor MOS k effet 
de champ selon l'invention (SON-MOSFET), elle peut s'appliquer k tout 
30 autre dispositif semi-conducteur approprie. 

Sur la figure 2, on a represents une premiere realisation d'un 
SON-MOSFET selon l'invention qui comprend, comme cela est classique, 
un corps en silicium 10 ayant une surface superieure et des regions de 
source et de drain 23, 24 d6finissant entre elles une r6gion de canal. 
35 Comme cela est egalement classique, les regions de source et de drain 23, 
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24 comportent des extensions 13' situees dans la region de canal. La 
surface superieure du corps 10 est revetue d'une mince couche d'un 
dielectrique de grille 14, par exemple Si0 2 , et une grille 15 en silicium 
polycristallin est formee au-dessus de la region de canal et flanqu6e 
5 d'espaceurs 17, 18, par exemple en Si 3 N 4 ou Si0 2 - Enfin, la structure est 
revetue d'un materiau d'enrobage 26 et des contacts 25 sont prevus sur les 
regions de source et de drain 23, 24 et la grille 15. 

La structure qui vient d'etre decrite est une structure MOSFET 
classique. 

10 Dans le cas du SON-MOSFET, une cavite remplie d'air ou une 

couche d'un materiau dielectrique solide approprie 22 ponte les regions de 
source et de drain 23, 24 en dessous de la grille 15, de maniere k isoler une 
mince couche de silicium 13 du reste du corps de silicium 10. Cette mince 
couche de silicium 13 constitue le canal du transistor. 

15 La mince couche de silicium 13a generalement une epaisseur de 

1 a 50 nm. 

L'epaisseur de la cavite remplie d'air ou de la couche de materiau 
dielectrique solide 22 est de 1 k 50 nm, de pr6f£rence de l'ordre de 10 nm. 

Selon Finvention, la mince couche de silicium 13 constituant le 
20 canal a une aire superieure k la couche de dielectrique de grille 14, de sorte 
que sa surface superieure presente deux zones decouvertes 13a s'etendant 
au-delk de la couche de dielectrique de grille 14, de part et d'autre des 
espaceurs 17, 18. 

Selon Tinvention egalement, les regions de source et de drain 23, 
25 24 component des prolongements 23a, 24a recouvrant respectivement 
chacun, au moins en partie, une des deux zones decouvertes 13a de la 
mince couche de silicium 13. 

Ainsi, meme avec des 6paisseurs extremement petites de la 
mince couche de silicium 13, on realise un contact fiable et suffisant entre 
30 les regions de source et de drain 23, 24 et la mince couche de silicium 13 
constituant le canal, ce qui pourrait ne pas etre le cas avec un simple 
contact lateral. 

On a repr6sente k la figure 3 une autre realisation d'un SON- 
MOSFET selon Tinvention, ayant une structure planaire, c'est-^-dire que 
35 les surfaces superieures des regions de source et de drain et de la grille sur 
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lesquelles sont realises les contacts se trouvent dans un meme plan. 

Ce dispositif ne differe du dispositif de la figure 2, outre la 
planarisation, que par le fait que la couche de materiau dielectrique 
ensevelie 22 s'etend sur toute la surface du corps de silicium 10, 
5 immediatement en dessous des regions de source et de drain 23, 24. 

On va maintenant decrire, en liaison avec les figures 4a h 4i, un 
premier mode de mise en oeuvre du proced6 de Tinvention pour la 
fabrication d'un SON-MOSFET tel que represente h la figure 2. 

Comme le montre la figure 4a, on commence par deposer 
10 successivement, par epitaxie (par exemple par depot chimique en phase 
vapeur), sur un substrat de silicium 10, une couche de germanium ou 
d'alliage SiGe 12, d'epaisseur g^neralement comprise entre 1 et 50 nm et 
une mince couche de silicium 13, d'epaisseur de 1 a 50 nm. 

On forme ensuite de mani&re classique, comme le montre la 
15 figure 4b, une couche d'oxyde de grille 14 (Si0 2 ), puis sur cette couche 
d'oxyde de grille 14 une grille 15 en silicium polycristallin. 

On peut alors eventuellement former, par implantation ionique 
classique, des zones faiblement dopees 13 dans la couche mince de 
silicium 17, zones qui serviront ult6rieurement k former les extensions 
20 des regions de source et de drain. 

Comme le montre la figure 4b, la surface superieure de la grille 
15 peut etre protegee par un masque dur 16, par exemple une couche 
d'oxynitrure de silicium, comme cela est bien connu, et on forme de 
maniere connue sur les flancs opposes de la grille 15 et du masque dur 16 
25 des premiers espaceurs 17, 18 en Si 3 N 4 . 

On forme alors, de maniere classique, comme le montre la figure 
4c, le long des premiers espaceurs 17, 18, des seconds espaceurs 19, 20 en 
Si0 2 . 

On grave alors, de chaque c6te des seconds espaceurs 19, 20, 
30 comme le montre la figure 4d, par exemple au moyen d'un plasma, la 
couche d'oxyde de grille 14, la couche mince de silicium 13, et 
eventuellement une partie superieure de la couche de Ge ou d'alliage SiGe 
12. 

A ce stade, on elimine selectivement le materiau de la couche 12 
35 pour former un tunnel 21, comme le montre la figure 4e. 
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Bien que cela ne sok pas necessaire, on peut combler le tunnel 2 1 
avec un materiau dielectrique solide approprie 22. 

Comme le montre la figure 4f, on elimine alors les seconds 
espaceurs 19, 20 et les parties sous-jacentes de la couche d'oxyde de grille 
5 14 pour decouvrir sur la surface de la mince couche de silicium 13 deux 
zones 13a situees de part et d f autre des premiers espaceurs 17, 18. 

Comme le montre la figure 4f\ on elimine la couche de materiau 
dielectrique 22 de part et d f autre de la couche de silicium (desoxydation 
dans le cas d'une couche de Si0 2 ) afin de debuter Tepitaxie des regions de 
10 source et de drain. 

On proc&de alors classiquement, comme le montre la figure 4g, 
au depdt selectif de silicium (par exemple par croissance epitaxiale) de 
part et d'autre des premiers espaceurs 17, 18 de silicium polycristallin, de 
fa?on a former des depots de silicium polycristallin 23, 24 precurseur des 
15 futures zones de source et de drain, comportant chacune un prolongement 
23a, 24a recouvrant respectivement une des zones d6couvertes 13a de la 
surface de la mince couche de silicium 13. 

Apres elimination du masque dur de grille 16, on procede k 
Timplantation de dopant dans les dep6ts de silicium polycristallin 23, 24 
20 et dans la grille 15 (figure 4h). 

L'achevement du dispositif, tel que la formation de contacts 25 
et l'encapsulation eventuelle 26, s'effectue de maniere tout k fait classique 
(figure 4i). 

On a represente, aux figures 5 a k 5i, un deuxieme mode de 
25 realisation du procede de l'invention qui permet d'obtenir un MOSFET 
selon l'invention & structure planaire tel que represente k la figure 3. 

Les etapes du procede jusqu'a relimination de la couche de Ge ou 
d'alliage SiGe representees aux figures 5a k 5e, sont identiques k celles 
decrites en liaison avec les figures 4a a 4e, si ce n f est que le materiau 
30 constituant les premiers espaceurs 17, 18 est du Si0 2 et celui des seconds 
espaceurs 19, 20 est du Si 3 N 4 . 

Apres formation du tunnel 21, on realise une couche de materiau 
dielectrique 22 remplissant le tunnel et recouvrant les jonctions de la 
surface principale du substrat oh seront formees ulterieurement les 
35 regions de source et de drain (figure 5f). 
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Comme le montre-la figure 5g, on recouvre l'ensemble de la 
structure d'une couche epaisse de silicium polycristallin 27, puis d'un 
masque de resine 28. La couche 6paisse de silicium polycristallin 27 est 
alors gravee de maniere classique au moyen du masque de resine k la 
dimension et la geometrie voulues. 

Sur la figure 5g, on a represente l'isolement lateral 11, afin de 
donner une reference pour la gravure de la couche de silicium 
polycristallin 27. Pour des raisons de simplification, on n'a pas represente 
cette isolement 1 1 sur les autres figures. 

Apres enlevement du masque de resine 28, on proc&de alors k un 
polissage mecano-chimique classique de la couche 6paisse de silicium 
polycristallin 27 jusqu'k enlevement complet du masque dur de grille 16, 
de maniere a realiser des regions du silicium polycristallin 23, 24, 
destinees k former les futures regions de source et de drain ayant des 
prolongements 23a, 24a qui recouvrent les zones decouvertes 13a de la 
mince couche de silicium 13. On procede alors k une implantation 
classique de dopants pour r6aliser les r6gions de source et de drain et la 
grille. 

La structure obtenue est une structure planaire, c'est-a-dire que 
les surfaces superieures des regions 23, 24 et de la grille 15 sont situees 
dans un meme plan. 

Comme le montre la figure 5i, le dispositif est acheve comme 
prec6demment par formation classique de contacts 25 et d'une 
encapsulation 26. 

Les dispositifs, en particulier les dispositifs planaires, selon 
Tinvention, dont la structure est voisine de celle des dispositifs SOI 
fabriques en utilisant un substrat de silicium sur isolant, et leurs procedes 
de fabrication, presentent de nombreux avantages par rapport a ces 
dispositifs SOI. 

Tout d'abord, ils ne necessitent pas Temploi d f un substrat SOI 
cotiteux qui le plus souvent necessite une 6tape d'amincissement de 
Tepaissseur du silicium. 

La couche de silicium dans les procedes de Tinvention etant 
formee par epitaxie peut avoir une 6paisseur arbitrairement mince. 

Le proced6 de Tinvention permet des epaisseurs tres minces de la 
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couche de materiau dielectrique ensevelie (ou en materiau solide), de 
l'ordre de quelques nanometres par rapport aux centaines de nanometres 
pour les SOI conventionnels, ce qui presente un avantage du point de vue 
de la suppression des effets de canaux courts. 
5 On obtient un meilleur contact thermique entre le canal et le 

substrat, gr&ce a la couche de materiau dielectrique ensevelie et aussi 
grace au fait que cette couche ne deborde pas de la zone de grille. 

On supprime le lien entre Tepaisseur de la mince couche de 
silicium et la profondeur des jonctions diminuant ainsi les resistances 
10 series. 

On peut encore, grace a la reoxydation de la face arri&re de la 
mince couche de silicium constituant le canal (apres elimination de la 
couche de Ge ou SiGe), obtenir un tres bon etat de surface canal/isolant. 

Enfin, on supprime les problemes de selectivity de la gravure de 
15 Si par rapport a Si0 2 qui, dans un substrat SOI conventionnel, peuvent 
conduire au pergage de la mince couche d'oxyde sous les regions de source 
et de drain. 
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REVINDICATIONS 

1 . Dispositif semi-conducteur comprenant un corps de silicium 
(10) dans lequel sont formees des regions de source et de drain (23, 24) 
definissant entre elles une region de canal, une mince couche de 
dielectrique de grille (14) sur la region de canal et une grille (15) sur la 
5 mince couche de dielectrique de grille, une couche ensevelie d'un 
materiau dielectrique (22) et une mince couche de silicium (13) s f 6tendant 
entre les regions de source et de drain et comprise entre la couche de 
materiau dielectrique ensevelie (22) et la couche de dielectrique de grille 
(14), caracterise en ce que cette mince couche de silicium (13) a une aire 

10 superieure k celle de la couche de di61ectrique de grille (14) de sorte que sa 
surface superieure comporte deux zones opposees (13a) qui s'6tendent au- 
delk de la couche de dielectrique de grille (14) et en ce que les regions de 
source et de drain (23, 24) recouvrent respectivement chacune, au moins 
en partie, une desdites zones opposees (13a), 

15 2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que la 

couche de mat6riau dielectrique ensevelie (22) s'6tend entre les regions de 
source et de drain (23, 24). 

3. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
couche de materiau dielectrique ensevelie (22) s'etend sur toute la surface 

20 du corps de silicium (10) en dessous des regions de source et de drain (23, 
24). 

4. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 h 3, 
caracterise en ce qu'il a une structure planaire. 

5. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 & 4, 
25 caracterise en ce que la couche de materiau dielectrique ensevelie (22) est 

une cavite remplie d'air. 

6. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce que la couche de materiau dielectrique ensevelie (22) est 
un materiau solide. 

30 7. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, 

caracteris6 en ce que le dispositif est un transistor. 

8. Proc6de de fabrication d'un dispositif selon la revendication 
1, caracterise en ce qu'il comprend : 



WO 01/26160 



12 



• 



PCT/FR00/02710 



(a) la formation surune surface principale d'uri corps de silicium 
(10) d'une couche de germanium ou d'alliage SiGe (12); 

(b) la formation sur la couche de germanium ou d f alliage SiGe 

(12) d'une mince couche de silicium (13); 

(c) la formation sur la mince couche de silicium (13) d'une mince 
couche de dielectrique de grille (14); 

(d) la formation sur la couche de dielectrique de grille (14) d'une 
grille (15) et du masque dur (16) sur la grille; 

(e) la formation sur deux cotes opposes de la grille (15) et du 
masque dur (16) de premiers espaceurs (17, 18) en un premier materiau; 

(f) la formation le long des premiers espaceurs (17, 18) de 
seconds espaceurs (19, 20) en un second materiau different du premier 
materiau; 

(g) la gravure, de part et d' autre des seconds espaceurs (19, 20) 
de la couche de dielectrique de grille (14), de la mince couche de silicium 

(13) et eventuellement d'une partie de la couche de germanium ou alliage 
SiGe (12); 

(h) la gravure selective de la couche de germanium ou d'alliage 
SiGe (12) pour former un tunnel (21); 

(i) facultativement, le remplissage du tunnel (21) avec un 
materiau dielectrique solide (22); 

(j) Telimination des seconds espaceurs (19, 20) pour decouvrir 
sur la mince couche de silicium (13) deux zones (13a) situees 
respectivement de part et d'autre des premiers espaceurs (17, 18); et 

(k) la formation de part et d f autre des premiers espaceurs (17,18) 
de regions de source et de drain (23, 24; 23a, 24a) recouvrant, au moins en 
partie, lesdites zones (13a). 

9. Proced6 selon la revendication 8, caract^rise en ce que la 
formation des regions de source et de drain (23, 24) comprend le depdt de 
silicium polycristallin par epitaxie selective pour former de part et d'autre 
des premiers espaceurs (17, 18) des depots de silicium polycristallin 
precurseurs des futures regions de source et de drain et recouvrant, au 
moins en partie, les zones decouvertes (13a) de la mince couche de 
silicium (13), ru m ination du masque dur de grille 16 et l'implantation de 
dopant dans les depots de silicium polycristallin pour r^aliser les regions 
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de source et de drain. 

10. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce que la 
formation des regions de source et de drain comprend le depot d'une 
couche epaisse de siliciurn polycristallin d'enrobage (27), la formation 
5 sur la couche epaisse de siliciurn polycristallin (27) d'un masque de resine 
(28), la gravure de la couche epaisse de siliciurn polycristallin (27) au 
moyen du masque k la forme et a la dimension voulues, relimination du 
masque de resine (28), le polissage mecano-chimique de la couche epaisse 
de siliciurn (23) jusqu'au niveau de la grille (15) pour realiser dans la 
10 couche epaisse de siliciurn polycristallin (23) des parties (23, 24) 
destinees a former de futures regions de source et de drain coplanaires 
avec la grille et l'implantation d'un dopant dans lesdites parties (23, 24) 
pour former les regions de source et de drain. 
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Date de priority (jour/mois/ann^e) 
01/10/1999 


D6posant ' 
FRANCE TELECOM et al. 



1 . II est notifie au deposant que ('administration chargee de I'examen preliminaire international a etabli le rapport 
d'examen preliminaire international pour la demande intemationale et le lui transmet ci-jbint, accompagne, le 
cas ech6ant, de oes annexes. 



Une copie du present rapport et, le cas Scheant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour 
communication &tous les offices elus. 



3. Si tel ou tel office elu I'exige, le Bureau international etablira une traduction en langue anglaise du rapport (a 
I'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices interesses. 



4. RAPPEL 

Pour aborder la phase nationale aupr£s de chaque office elu, le deposant doit accompljr certains actes (depot 
de traduction et paiement des taxes nationales) dans le delai de 30 mois & compter de la date de priorite (ou 
plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoys par le Bureau 
international dans \e formulaire PCT/IB/301). 

Losrqu'une traduction de la demande intemationale doit etre remise ci un office elu, elle doit comporter la 
traduction de toute annexe du rapport d'examen preliminaire international. II appartient au deposant d'etablir la 
traduction en question et de la remettre directement k chaque office elu interess£. 

Pour plus de precisions en ce qui concerne les delais applicables et les exigences des offices elus, voir le 
Volume II du Guide du deposant du PCT. 



Nom et adresse postale de I'adminstration chargee de I'examen 
preliminaire international 

Office europeen des brevets 
D-80298 Munich 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



3 



Fonctionnaire auto rise 
Reddy, J 

Tel.+49 89 2399-2231 



Formulaire PCT/IPEA/416 (juillet 1992) 
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TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE D^REVETS 

PCT 

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

(article 36 et regie 70 du PCT) 



Reference du dossier du dSposant ou du 
mandataire 

B99/1837QT 


voir la notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416) 


Demande intemationale n° 
PCT/FR00/02710 


Date du d6pot international Qour/mois/ann6e) 
29/09/2000 


Date de priorite (jour/mois/ann^e) 
01/10/1999 


Classification intemationale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationale et CIB 
H01L29/417 


Deposant 

FRANCE TELECOM et al. 



1 . Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a I'article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

□ II est accompagn6 d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupr6s de 
I'administration charged de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 
I S Base du rapport 



d'application industrielle 
Absence d'unite de I'invention 

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a Pappui de cette declaration 



Irr^gularites dans ia demande intemationale 
H Observations relatives a la demande intemationale 



II 


□ 


Ml 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


H 


VIII 


(3 



Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
intemationale 

30/04/2001 


Date d'achevement du present rapport 
29.11.2001 


Norn et adresse postale de I'administration chargee de 
I'examen preliminaire international: 

Office europeen des brevets 
/jm) D-80298 Munich 

C^ 7 Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Fonctionnaire auto rise ^^ss^^v 
Madenach, A (f j) 

N° de telephone +49 89 2399 2832 X^^^ 



Formulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couverture) (janvier 1994) 
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# 



RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande internationale n° PCT/FR00/0271 0 



I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale {les feuilles de remplacement qui ont 6te remises 
£ i'office recepteur en r6ponse a une invitation faite conform£ment & I'article 14 sont considerees dans le present 
rapport comme "initialement d6pos4es" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'eiles ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)): 

Description, pages: 

1-10 version initiale 



Revendications, N°: 

1-10 version initiale 

Dessins, feuilles: 

1 -6 version initiale 



2. En ce qui concerne la langue, tous les 6l6ments indiques ci-dessus §taient a la disposition de Padministration ou 
lui ont ete remis dans la langue dans laqueile la demande internationale a ete deposee, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la r&gle 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la r&gle 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 
internationale (le cas ech^ant), I'examen preliminaire internationale a 6te effectue surja base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme §crite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme d£chiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme d6chiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laqueile le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laqueile les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques & 
celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraine I'annulation : 



Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 1) (juillet 1998) 
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RAPPORT D'EXAMEN 

PRELIMIN AIRE INTERNATIONAL Demande internationale n° PCT/FROO/0271 0 



□ de la description, pages : 

□ des revendications, n os : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete consid6rees 
comme allant au-del& de I'expose de I'invention tel qu'il a §te d6pos£, comme il est indique ci-apres (r6gle 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annex6e au present rapport) 



6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon Tarticle 35(2) quant a la nouveaute, Tactivite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 2,4,5,8-10 

Non : Revendications 1,3,6,7 

Activite inventive Oui: Revendications 8-10 

Non : Revendications 2, 5 

Possibility d'application industrielle Oui: Revendications 1-10 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 



VII. Irregularites dans la demande internationale 

Les irregularites suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont §te constatees : 
voir feuille separee 



VIII. Observations relatives a la demande internationale 

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins 
et de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description : 
voir feuille separee 



Fonmulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-Vltl, feuille 2) (juillet 1998) 
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# 

RAPPORT D'EXAMEN Demande Internationale n° PCT/FR00/0271 0 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



1 . La demande ne rernplit pas les conditions enoncees dans I'article 6 PCT, la 
revendication 1 n'etant pas claires. 

1.1 II n'est pas correct de dire dans la revendication 1 que les regions de source et de 
drain son formees "dans" un corps de silicium. Au moins dans I'exemple de la 
figure 3 ces regions sont formees au-dessus du corps de silicium. 

1.2 Lexpression "mince couche de silicium" dans la revendication 1 n'est pas bien 
precise. Elle devrait etre formulee relative a I'epaisseur des regions de source et 
de drain. 

1.3 La distinction dans la revendication 1 entre les regions de source et de drain, les 
deux zones opposees de la mince couche de silicium et le canal n'est pas bien 
clair. L'examen suivant est base sur la supposition que la distinction entre le canal 
et les deux zones opposees de la mince couche de silicium est possible par le 
dopage et que la distinction entre les deux zones opposees de la mince couche 
de silicium et les regions de source et de drain doit etre aussi possible par le 
dopage. 



2. II est fait reference aux documents suivants: 



D1: US-A-5 405 795 (BEYER KLAUS D ET AL) 11 avril 1995 (1995-04-11) 
D2: HWANG J M ET AL: 'ULTRA-THIN FILM SOI/CMOS WITH SELECTIVE-EPI 
SOURCE/DRAIN FOR LOW SERIES RESISTANCE, HIGH DRIVE 
CURRENT SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY,US,NEW YORK, IEEE, 
vol. SYMP. 14, 7 juin 1994 (1994-06-07), pages 33-34, XP000498570 ISBN: 
0-7803-1922-2 

D3: US-A-5 773 331 (WONG HON-SUM PHILIP ET AL) 30 juin 1 998 (1 998-06- 
30) 

D4: JURCZAK M ET AL: 'SON (silicon on nothing)-a new device architecture for 
the ULSI era' SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY, US, NEW YORK, NY: 
IEEE, 14 juin 1999 (1999-06-14), pages 29-30-30, XP002133376 ISBN: 0- 
7803-5438-9 

3. La presente demande ne rernplit pas les conditions enoncees a I'article 33(2) 



Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997) 
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RAPPORT D EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR00/0271 0 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



PCT, I'objet des revendications 1, 3, 6, 7 ne satisfaisant pas au critere de 
nouveaute: 

3.1 Un dispositif selon les definitions de la revendication 1 est connu de D1 (voir 
figure 1d) si Ton admet que les regions 106 et 108 sont plus dopees que les 
regions 1 14 et 116 comme il est normalement le cas. C'est de meme pour D2 
(voir figure 1). D3 montre dans sa figure 5 une structure similaire. 

3.2 Les caracteristiques additionnelles des revendication 3, 4, 6 et 7 sont egalement 
connues de D1-D3. 

4. La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees a Particle 33(3) 
PCT, I'objet des revendications 2, 5 n'impliquant pas une activite inventive: 

4.1 L'alternative selon la revendication 2 est connue de D4 (voir figure 5). 

4.2 D4 montre egalement un dielectrique ensevelie remplie d'air comme revendique 
dans la revendication 5 et discute Tavantage d'une telle construction. L'application 
d'une telle construction aux dispositifs de D1-D3 pour obtenir les memes 
avantages semble evident. 

5. Les details du procede de fabrication selon les revendications 8-10 ne decoulent 
pas de maniere evidente de I'art anterieur. 

6. Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 (a) (ii) PCT, la description n'indique pas 
I'etat de la technique anterieure pertinent expose dans les documents D1-D4 et 
ne cite pas ces documents. 



Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 2) (OEB-avril 1997) 
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TRAITE DE C( 



PCT 



WO 01/26160 
PCT/FROO/02710 



[ERATION EN MATIERE DE^htEVETS 

^10/089588 

Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL 



AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA 
COMMUNICATION DE LA DEMANDE 
INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES 

(regie 47.1.c), premiere phrase, du PCT) 



Date d'expedition (jour/mois/annee) 

12 avril 2001 (12.04.01) 



Destinataire: 

BUREAU D.A. CASALONGA JOSSE 
8, avenue 



f'-isoos UZ^^ SALONGA 

FRANCE 



2 0 AVR. 2001 



Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
B99/1837QT 


AVIS IMPORTANT 


Demande internationale no 
PCT/FROO/02710 


Date du depot international Gour/mois/annee) 

29 septembre 2000 (29.09.00) 


Date de priorite (jour/mois/annee) 

01 octobre 1999 (01.10.99) 


Deposant 

FRANCE TELECOM etc 



1. II est notifie par la presente qu'a la date indiquee ci-dessus comme date d'expedition de cet avis, le Bureau international a 
communique, comme le prevoit 1'article 20, la demande internationale aux offices designes suivants: 

KR,US 



Conformement a la regie 47.1.c), troisieme phrase, ces offices acceptent le present avis comme preuve determinante 
du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu a la date d'expedition indiquee plus haut, et le 
deposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale a I'office ou aux offices designes. 

2. Les offices designes suivants ont renonce a I'exigence selon laquelle cette communication doit etre effectuee a cette date: 
EP,JP 



La communication sera effectuee seulement sur demande de ces offices. De plus, le deposant n'est pas tenu de remettre 
de copie de la demande internationale aux offices en question (regie 49.1)a-bis)). 

3. Le present avis est accompagne d'une copie de la demande internationale publiee par le Bureau international le 
12 avril 2001 (12.04.01) sous le numero WO 01/26160 



RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et regie 54.2) 

Si le deposant souhaite reporter I'ouverture de la phase nationale jusqu'a 30 mois (ou plus pour ce qui concerne certains 
offices) a compter de la date de priorite, la demande d'examen preiiminaire international doit etre presentee a 
I'administration competente chargee de I'examen preiiminaire international avant I'expiration d'un delai de 19 mois a 
compter de la date de priorite. 

II appartient exclusivement au deposant de veiller au respect du delai de 19 mois. 

II est a noter que seul un deposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lie par le chapitre II ou qui y a son 
domicile peut presenter une demande d'examen preiiminaire international. 

RAPPEL CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1)) 

Si le deposant souhaite que la demande internationale procede en phase nationale, il doit, dans le delai de 20 mois ou 
de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnes dans ces dispositions aupres 
de chaque office designe ou elu. 

Pour d'autres informations importantes concernant les delais et les actes a accomplir pour I'ouverture de la phase 
nationale, voir I'annexe du formulaire PCT/IB/301 (Notification de la reception de I'exemplaire original) et le volume II 
du Guide du deposant du PCT. 





Fonctionnaire autorise 




Bureau international de TOM PI 




34, chemin des Colombettes 


J. Zahra 




1211 Geneve 20, Suisse 




no de telecopies (41-22) 740.14.35 


no de telephone (41-22) 338.83.38 




Formulaire PCT/IB/308 (Juillet 1996) 
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PCT/FR00/02710 

TRAITE DE OPERATION EN MATIERE D^REVETS 



Expediteur : le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 

NOTIFICATION RELATIVE 
A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION 
DU DOCUMENT DE PRIORITE 

{instruction administrative 41 1 du PCT) 


Destinataire: 

BUREAU D.A. CASALONGA JOSSE 
8, avenue Percier 
F-75008 Paris 
FRANCE 


Date d'expedition (jour/mois/annee) 
06 novembre 2000 (06.11.00) 




Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
B99/1837QT 


NOTIFICATION IMPORTANTE 


Demande internationale no 
PCT/FR00/02710 


Date du depot international Gour/mois/annee) 
29 septembre 2000 (29.09.00) 


Date de publication internationale (jour/mois/annee) 
Pas encore publiee 


Date de priorite (jour/mois/annee) 
01 octobre 1999 (01.10.99) 


Deposant 

FRANCE TELECOM etc 



1. La date de reception (sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des 
documents de priorite correspondant a la ou aux demandes enumerees ci-apres est notifiee au deposant. Sauf indication 
contraire consistant en un asterisque figurant a cote d'une date de reception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, 
le document de priorite en question a ete presente ou transmis au Bureau international d'une maniere conforme a la 
regie 17.1. a) ou b). 

2. Ce formulaire met a jour et remplace toute notification relative a la presentation ou a la transmission du document de priorite 
qui a et6 envoyee precedemment. 

3. Un asterisque(*) figurant a cote d'une date de reception dans la colonne de droite signale un document de priorite presente 
ou transmis au Bureau international mais de maniere non conforme a la regie 17.1. a) ou b). Dans ce cas, I'attention du 
deposant est appelee sur la regie 1 7.1 .c) qui stipule qu'aucun office design^ ne peut decider de ne pas tenir compte de la 
revendication de priorite avant d'avoir donne au deposant la possibility de remettre le document de priorite dans un delai 
raisonnable en I'espece. 

4. Les lettres "NR M figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorite que le Bureau international n'a pas 
regu ou que le deposant n'a pas demande a I'office recepteur de preparer et de transmettre au Bureau international, 
conformement a la regie 17.1. a) ou b), respectivement. Dans ce cas, I'attention du deposant est appelee sur la regie 17.1. c) 
qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de priorite avant d'avoir donne 
au deposant la possibility de remettre le document de priorite dans un delai raisonnable en I'espece. 



Date de priorite 



Demande de priorite n 



01 octo 1999 (01.10.99) 99/12308 



Pavs, office regional ou 
office recepteur selon le PCT 

FR 



Date de reception du 
document de priorite 

24 octo 2000 (24.10.00) 



Bureau international de I'OMPI 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneve 20, Suisse 



no de tetecopieur (41 -22) 740.14.35 



Fonctionnaire autorise: 

Jocelyne Rey-Millet 

no de telephone (41-22) 338.83.38 




Formulaire PCT/IB/304 (juillet 1 998) 



003637952 



